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【はじめに】 

非極性面 GaN 自立基板は，高効率な窒化物半導体光デバイス用の下地基板として期待されてお

り，(10-10)面をはじめとする様々な面方位を用いた発光デバイスに関する報告もされている．一

方，選択横方向成長法は転位密度の低減や成長機構の理解に有効な手法である[1]．本研究では，

(10-10)面 GaN自立基板に着目し溝方向が成長形態及び欠陥密度に与える影響を調べた． 

【実験方法】 

(10-10)面 GaN自立基板に溝深さ 10 μm，テラス幅/溝幅 = 7 μm/3 μmで，<11-20>及び<0001>方

向から 0o，3o，6o，12oの角度をつけた溝構造を形成した．MOVPE 法を用いて成長温度 1000 oC，

リアクタ圧力 500 Torrの条件で GaNの選択横方向成長を行った．  

【実験結果】 

図 1に 120 min 成長を行った GaN の断面 SEM像を示す．<11-20>方向と<0001>方向の双方で溝

方向の角度が大きくなるにつれて横方向成長速度が増大し，成長膜の合体が進行することが明ら

かとなった．これは，溝方向に角度をつけることで側壁のファセットにステップが形成されるた

めであると考えられる．図 2 に各溝方向における成長後の結晶性及び modified Williamson-Hall 

plot[2]により推定した basal-plane stacking fault(BSF)密度を示す．<0001>方向から 6o以上の溝構造

において，結晶性及び BSF密度が溝加工無しのものと比較して大幅に改善した． 
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図 1 120 min 成長後の鳥瞰 SEM像 図 2 結晶性及び BSF密度 
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